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摘要(译)

例如，位于透明电极下方的位于来自有机EL元件的光的光路上的层间绝
缘膜和栅极绝缘膜被去除。因为这些膜使用折射率与其他膜的折射率显
着不同的SiO 2膜，所以在这些层中存在光衰减的问题。通过去除位于来
自有机EL元件的光通过的区域中的这些层，可以减少这种光衰减。
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